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OEM: Valvo Transistor BC109

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Datasheet

BC 107
BC108
BC 109

EILIZITM - NPN - PFLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN
fr NF-Vor- und -Treiberstufen sowie flir Gleich-

spannungsverstlrker,

BC 109 speziel]l flir reauscharme NF-Verstafes

Mechanische Daten:

GehBuse: Metall, JEDEC TO-18,
18 A 3 DIN 41 878

Der KEollektor ist mit dem
GehBuse leitend wverbumnden.
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Kurzdaten: BC 107 BC 108 BC 109
Kellektor-Sperrspannung UCI o = max. 50 30 o v
Kellektor-Emitter-Sperrspannung uﬁl’ o™ m.i 20 20 v
Kellektorstrom, Scheitelwert IE N = max, 200 mA
Gesamtverlustleistung bei 8, £ 26° P = max. 300 ¥
Sperrschichttemperatur $, = max 178 *c
Kurzschlull-Stromverstirkung

bei “l:l' =5 ¥, I{: = 2 mA 1] = 125=500 125-900 240-900
Transit-Fregquens — - !

bei U':B = 5 W, I': = 10 mA I'.r - 300 MHz
Bauschzahl

bei ”:,1 - IC = 200 pi

und f = 1 kHz, B = 200 Hs F - 2 2 1,2 dB

und £ = 30,..15000 Ha F - 1,4 dB
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OEM: Valvo Transistor BC109 Datasheet

BC107

BC 108 NICHT FOR NEUENTWICKLUNGEN

BC109

Absolute Grenswerte: (glltig bis &, _ ) BC 107 BC 108 BC 109
Kollektor-Sperrspannung bei 1' = 0 IJ'u g = max. 50 ETi] aa v
Eollektor-Emitter=-Sperrspannung
bli'l]“-ﬁi “.::13"“*“ o an v
bai Il = 0: “El g = maz. 45 20 20 Vv
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0; Un g ™ mAX. ] -] L
Eollektorstrom, Mittelwert: I{: AV = max. 100 mA
Eollektorstrom, Bcheitelwert: Ic y = max, 200 mA
Emitterstrom, Scheitelwert: -I' N = Bax. 200 mA
Basisstrom, Scheitelwert: 1n y = max. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei "l.l s 258%¢c: !‘t“ = max, a00 mW
Sperrschichttemperatur: L = mAX. 178 "¢
Lagerungstemperatur: L = min. =65 c
& = max. 178 “c
Wlirmewiderstand:
evischen Sperrschicht und Umgebung: Bip U 3 0,5 E/mW
gwischen Sperrschicht und GehBuse: Ry g s 0,2 E/mW
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OEM: Valvo

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Transistor BC109

Datasheet

BC 107
BC 108
BC109

Kennwerte: bei !J = 25%C, sofern micht anders angegeben
Kellektor-Reststrom & ¢
bai Uﬂﬂ- = 20V, 'I! = 0, l-J = 160 C: Iﬂl 0 = 15 pA
Kellektor-Emitter-Restspannung ¢
bei I, = 10 mA, Ig = 0,5 mA CE sat ™ 90 [: 250) sV
bei I, = 100 mA, Iy = O mAs CE sat ™ 200 (= 600) aV
Basiss
bei I, = 10 mA, Iy = 0,5 mAs :] Upg sat ™ 700 =V
bei I'ﬂ = 100 mA, II. = 5 mhs ) “Bl at ™ @00 mV
bed Upp = 5V, I, = 2 mAs ) Ugp . 620 (550...700) mV
bei Ugp = 5 ¥, I = 10 mAs %) Upp = 770 ¥
Transit-Frequenz
bad 'l:lﬂ- BV, I':- 10 mA, :Inlﬂii MHz : 1'1. = a00 MHz
Eollektorkapazitlt
bei Uc' = 10 ¥, Il m 0, f =1 MHz: B‘ = 2,8 pF
Buitterkapazithit
hliﬂunﬁrﬂv,lcn'ﬁ.fsiml ﬂ. - 9 pF
BC 107 A BC 107 B
BC 108 A BC 108 B BC 108 C
BC_1090 B BC 108 C
Gleichstromverstirkung
bei Upy = 8V, Ip = 10 pAs B o= 90 150 (2 40) 270 (& 100)
bei U__ = 6V, I, = 2 mAs B = 180 290 520
s ' (110-220)  (200-450)  (420-800)
Vierpol-Koeffizienten
bei U . = 6V, I.= 2 mA
und £F 1 kHe: ©
KurzschluB-Eingangswiderstand : b - 2,7 4,8 8,7 kd
e = (1,6-4,5) (3,2-8,8)  (6-185)
KurzschluB=Stromverstirkung: h = 220 a3o 600
2l (125-260) (240-500) l:-lM-'ME}
Leerlauf-Spannungerlickwirkung: b, = l.u-m" ze107" a3-10"
L
Lesrlauf-Ausgangsleitwerts by, = 18 {E an) 3o {E 80) 60 (=110)ps
BC 107  BC 108 BC 109
Rauschzahl
bed U =56V, I = 200 uA,
n:‘- 2k@ . .
und f = 1 kHz, B = 200 Hz: F = 2(S10) 2 (810 1,2 (54) aB

und f = 30...15000 He:

) sy L. /08, ~ -1,7 mV/K

sat

1,4 {'-: 4) 4B

2y Mg /08, ~ -2 mV/K
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